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요약

본 발명은 유기 EL 소자(1130)가 열화되어도, 흐르는 전류량이 일정해지도록 하여 표시 화상의 품질 저하를 방지하

는 것을 과제로 한다.

화소 회로(110)에, 주사선(102)이 선택되었을 때, 데이터선(104)에 흐르는 전류에 따른 전하를 축적하는 용량 소자(

1120)와, 선택 후, 축적된 전하에 따른 전류 I 2 를 그 소스와 드레인 사이에 흐르게 하는 TFT(1102)와, 양극이 TFT

(1102)의 드레인 측에 접속된 유기 EL 소자(1130)와, 유기 EL 소자(1130)로의 인가 전압을 검출하여 인가 전압에 

따른 전류 I 3 을 소스와 드레인 사이에 흐르게 하는 TFT(1112)와, 전류 I 3 의 미러 전류 I 4 를 생성하여 전류 I 2
에 가산하는 보정 회로(1110)를 설치한다.

대표도

도 4

색인어

유기 EL 소자, 표시 화상, 화소 회로, 전기 광학 장치, 인가 전압, 경년 변화, 검출 소자, 보정 회로

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 전기 광학 장치의 구성도.

도 2는 상기 전기 광학 장치의 주사선 구동 회로의 동작 설명도.
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도 3은 상기 전기 광학 장치의 데이터선 구동 회로를 나타내는 도면.

도 4는 상기 전기 광학 장치의 화소 회로를 나타내는 도면.

도 5는 상기 화소 회로의 다른 예를 나타내는 도면.

도 6은 상기 화소 회로의 다른 예를 나타내는 도면.

도 7은 상기 화소 회로의 다른 예를 적용한 전기 광학 장치의 구성도.

도 8은 상기 전기 광학 장치의 화소 회로를 나타내는 도면.

도 9는 상기 전기 광학 장치를 이용한 퍼스널 컴퓨터를 나타내는 도면.

도 10은 상기 전기 광학 장치를 이용한 휴대 전화기를 나타내는 도면.

도 11은 상기 전기 광학 장치를 이용한 디지털 스틸 카메라를 나타내는 도면.

*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명*

100 : 전기 광학 장치

102 : 주사선

104 : 데이터선

109 : 전원선(급전선(給電線))

110 : 화소 회로

130 : 주사선 구동 회로

140 : 데이터선 구동 회로

1102 : TFT(구동 트랜지스터)

1104 : TFT(스위칭 트랜지스터)

1106 : TFT(점등(點燈) 스위치)

1108 : TFT(보상(補償) 트랜지스터)

1110 : 보정 회로

1112 : TFT(검출 소자)

1114 : TFT(제 1 트랜지스터)

1116 : TFT(제 2 트랜지스터)

1120 : 용량 소자

1124 : TFT(제 3 트랜지스터)

1126 : TFT(제 4 트랜지스터)

1130 : 유기 EL 소자(피(被)구동 소자)
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발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기 EL(Electronic Luminescence) 소자 등과 같은 전류형 피구동 소자의 경년(經年) 변화 등에 대처한 

화소 회로, 전기 광학 장치 및 전자 기기에 관한 것이다.

최근, 종래의 LCD(Liquid Crystal Display) 소자를 대신하는 차세대 발광 디바이스로서, 유기 EL 소자가 주목받고 

있다. 유기 EL 소자는 전류에 비례하여 스스로 발광하는 자발광(自發光) 소자이기 때문에, 시야각 의존성이 적고, 또

한 백라이트가 불필요해지는 결과, 저(低)소비전력이라는 등의 표시 패널로서 우수한 특성을 갖고 있다.

이러한 유기 EL 소자의 구동에는, LCD 소자와 마찬가지로, 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor, 이하 「TFT」

라고 약기(略記)함) 등과 같은 능동 소자를 이용하는 액티브 매트릭스 방식과, 능동 소자를 이용하지 않는 패시브 매

트릭스 방식으로 대별(大別)할 수 있지만, 구동 전압이 낮아도 된다는 등의 이유에 의해, 전자(前者)에 따른 액티브 매

트릭스 방식이 우수하다고 생각되고 있다.

여기서, 유기 EL 소자는 LCD 소자와 같은 전압 유지성을 갖지 않기 때문에, 흐르는 전류가 단절되면, 발광 상태를 유

지할 수 없게 된다. 이 때문에, 용량 소자에 전압을 일단 축적하는 동시에, 축적 전압이 게이트에 인가된 구동 트랜지

스터에 의해 유기 EL 소자에 전류를 계속하여 흐르게 하는 구성이 일반적이다(예를 들어, 국제공개 제WO98/36406

호 팸플릿 참조).

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 유기 EL 소자는 경년 변화 등에 의해 열화(劣化)되는 경향이 있다. 상세하게는, 유기 EL 소자에 일정 전류를 

흐르게 하기 위해 필요한 전압은 시간 경과와 함께 상승하는 경향이 있다. 그리고, 이러한 전압 상승에 기인하여, 유기

EL 소자에 흐르는 전류가 목표값으로부터 저하되어 소정의 휘도로 발광할 수 없고, 따라서 표시 화상의 품질을 저하

시킨다는 문제가 있었다. 또한, 환경 온도의 변화에 의해서도, 유기 EL 소자에 일정 전류를 흐르게 하기 위해 필요한 

전압이 변화한다.

본 발명은 이러한 사정을 감안하여 이루어진 것으로서, 그 목적으로 하는 바는 유기 EL 소자와 같은 전류형의 피구동

소자에 일정 전류를 흐르게 하기 위해 필요한 전압이 열화나 환경 온도 등에 의해 변화하여도, 표시 화상의 품질 저하

를 방지할 수 있는 화소 회로, 전기 광학 장치 및 전자 기기를 각각 제공하는 것에 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명에 따른 화소 회로는 주사선과 데이터선의 교차부에 배치되는 화소 회로로서, 상

기 주사선이 선택되었을 때, 상기 데이터선에 흐르는 전류 또는 상기 데이터선의 전압에 따른 전하를 축적하는 용량 

소자와, 상기 용량 소자에 축적된 전하에 따라 도통(導通) 상태가 설정되고, 전류를 그 제 1 단자 및 제 2 단자의 사이

에 흐르게 하는 구동 트랜지스터와, 그 한쪽 끝이 상기 제 1 단자에 전기적으로 접속되어, 적어도 상기 구동 트랜지스

터가 흐르게 하는 전류에 의해 구동되는 피(被)구동 소자와, 상기 피구동 소자의 한쪽 끝에서의 전압을 검출하는 검출

소자와, 상기 피구동 소자에 흐르는 전류를 상기 검출 소자에 의해 검출된 전압의 절대값에 따라 보정하는 보정 회로

를 구비하는 것을 특징으 로 한다. 이 구성에 의하면, 구동 트랜지스터에 의한 전류는 보정 회로에 의해 보정되기 때문

에, 피구동 소자가 열화되거나 하여도, 피구동 소자에 흐르게 하는 전류는 목표값으로서의 데이터선에 흐르는 전류 

또는 데이터선의 전압에 대응하는 전류와 대략 일치한다.

이 구성에 있어서, 상기 보정 회로는 상기 검출 소자에 의한 검출 전압에 따른 전류를 생성하는 동시에, 상기 생성 전

류를 상기 구동 트랜지스터가 흐르게 하는 전류에 가산(加算)하는 것으로 할 수도 있다. 또한, 이렇게 전류를 가산할 

경우, 상기 검출 소자는 상기 피구동 소자의 한쪽 끝에 그 게이트가 접속되어, 그 게이트 전압에 따라 도통 상태가 설

정되고, 전류를 그 제 3 단자 및 제 4 단자의 사이에 흐르게 하는 검출 트랜지스터이며, 상기 보정 회로는 상기 검출 

트랜지스터의 제 1 단자 및 제 2 단자의 사이에 흐르는 전류에 대응하는 전류를 생성하는 것으로 할 수도 있다. 이 때,

상기 보정 회로는 상기 제 3 단자 및 상기 제 4 단자의 사이에 흐르는 전류의 미러(mirror) 전류를 생성하는 커런트(c

urrent) 미러 회로로 할 수도 있다. 또한, 여기서의 미러 전류라 함은 제 3 단자 및 제 4 단자에 흐르는 전류와 동일한 
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값 이외에, 상기 전류와 등비(等比)의 전류도 포함한다.

전류를 가산할 경우, 상기 보정 회로는 상기 검출 소자에 의해 검출된 전압을 반전(反轉) 증폭하여, 상기 피구동 소자

에 인가하는 것으로 할 수도 있다. 또한, 전류를 가산할 경우, 그 한쪽 끝이 상기 제 1 단자에 접속되고, 그 다른쪽 끝

이 상기 피구동 소자의 한쪽 끝에 접속되어, 상기 주사선의 비(非)선택 시에 상기 구동 트랜지스터와 상기 피구동 소

자 사이의 도통 상태를 제어하는 스위치를 구비 하며, 상기 검출 소자는 상기 스위치의 한쪽 끝에서의 전압을 검출하

고, 상기 보정 회로는 상기 생성 전류를 상기 스위치의 한쪽 끝에 흐르게 하도록 할 수도 있다.

또한, 상기 구성에 있어서, 상기 주사선이 선택되었을 때, 온(on)하는 스위칭 트랜지스터와, 상기 주사선이 선택되었

을 때, 상기 구동 트랜지스터를 다이오드 접속시키는 보상(補償) 트랜지스터를 구비하고, 상기 용량 소자는 상기 스위

칭 트랜지스터가 온했을 때, 상기 데이터선에 흐르는 전류에 따른 전하를 축적하도록 할 수도 있다. 또한, 상기 주사선

이 선택되었을 때, 온하는 스위칭 트랜지스터를 구비하고, 상기 용량 소자는 상기 스위칭 트랜지스터가 온했을 때, 상

기 데이터선의 전압에 따른 전하를 축적하도록 할 수도 있다.

본 발명에서는, 전류를 가산하는 구성 이외에, 전압 조작에 의해서도 동일한 효과를 얻을 수 있다. 예를 들면, 상기 구

성에 있어서, 상기 보정 회로는 상기 검출 소자에 의한 검출 전압의 절대값이 크면, 상기 구동 트랜지스터의 제 1 단자

또는 제 2 단자의 다른쪽과 상기 피구동 소자의 다른쪽 끝 사이의 전압을 절대값으로 보아 커지는 방향으로 조작하도

록 할 수도 있다.

또한, 상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명에 따른 다른 화소 회로는, 그 게이트가 용량 소자의 한쪽 끝에 접속되고, 상

기 용량 소자에 축적된 전하에 따라 그 제 1 단자 및 제 2 단자의 도통 상태가 설정되는 구동 트랜지스터와, 그 한쪽 

끝이 상기 제 1 단자에 전기적으로 접속된 피구동 소자와, 상기 피구동 소자의 한쪽 끝에서의 전압을 검출하는 검출 

소자와, 상기 검출 소자에 의해 검출된 전압을 표시하는 신호를 입력하는 입력단(入力端)과, 상기 제 1 단자에 전기적

으로 접속된 출 력단(出力端)을 갖고, 상기 입력단에 입력된 신호로 표시되는 전압의 절대값에 따른 전류를 상기 출력

단에 공급하는 보정 회로를 구비하는 것을 특징으로 한다. 이 구성에 의해서도, 구동 트랜지스터에 의한 전류는 보정 

회로에 의해 보정되기 때문에, 피구동 소자가 열화되거나 하여도, 피구동 소자에 흐르게 하는 전류는 목표값으로서의

데이터선에 흐르는 전류 또는 데이터선의 전압에 대응하는 전류와 대략 일치한다.

이 구성에 있어서, 상기 검출 소자는 그 게이트가 상기 피구동 소자의 한쪽 끝에 접속되고, 그 게이트 전압에 따라 그 

제 3 단자 및 제 4 단자의 도통 상태가 설정되는 검출 트랜지스터로 할 수도 있다.

이러한 검출 트랜지스터를 이용할 경우, 상기 보정 회로는, 그 제 5 단자와 게이트가 접속되는 동시에, 그 제 6 단자가

전원 전압의 급전선(給電線)에 접속되는 한편, 상기 제 5 단자가 상기 제 3 단자에 접속된 제 1 트랜지스터와, 그 게이

트가 상기 제 1 트랜지스터의 게이트 및 상기 제 5 단자에 접속되는 동시에, 그 제 7 단자가 상기 제 1 단자에 전기적

으로 접속되는 한편, 그 제 8 단자가 상기 급전선에 접속된 제 2 트랜지스터를 갖도록 할 수도 있고, 그 게이트에 기준

전압이 인가되는 동시에, 그 제 9 단자가 상기 제 3 단자에 접속되는 한편, 그 제 10 단자가 전원 전압의 급전선에 접

속된 제 3 트랜지스터와, 그 게이트가 상기 제 9 단자에 접속되는 동시에, 그 제 11 단자가 상기 제 1 단자에 전기적으

로 접속되는 한편, 그 제 12 단자가 상기 급전선에 접속된 제 4 트랜지스터를 갖도록 할 수도 있다.

상기 화소 회로에 있어서, 그 한쪽 끝이 상기 제 1 단자에 접속되고, 그 다 른쪽 끝이 상기 피구동 소자의 한쪽 끝에 접

속된 스위치를 구비하며, 상기 검출 소자는 상기 스위치의 한쪽 끝에서의 전압을 검출하도록 할 수도 있다. 또한, 상기

화소 회로에 있어서, 상기 구동 트랜지스터의 게이트 및 상기 제 1 단자의 사이를 단락(短絡)시키는 보상 트랜지스터

를 구비하고, 상기 용량 소자는 상기 보상 트랜지스터가 상기 구동 트랜지스터의 게이트 및 상기 제 1 단자를 단락시

켰을 때에, 상기 제 1 단자의 전압에 따른 전하를 축적하도록 할 수도 있다.

상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명에 따른 제 1 전기 광학 장치는, 복수의 데이터선과, 복수의 주사선과, 상기 복수

의 데이터선과 상기 복수의 데이터선의 교차부에 대응하여 배치된 복수의 상기 화소 회로를 구비한 것을 특징으로 한

다.

상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명에 따른 제 2 전기 광학 장치는, 복수의 주사선과 복수의 데이터선의 교차부에 각

각 배치되는 동시에, 각각이 피구동 소자를 갖는 화소 회로와, 상기 주사선을 선택하는 주사선 구동 회로와, 상기 주사

선 구동 회로에 의해 주사선이 선택되었을 때, 상기 주사선에 대응하는 화소 회로의 피구동 소자에 흐르게 해야 할 전

류 또는 상기 전류에 따른 전압을 데이터선을 통하여 공급하는 데이터선 구동 회로를 구비하며, 상기 화소 회로는, 대

응하는 주사선이 선택되었을 때, 대응하는 데이터선에 흐르는 전류 또는 전압에 따른 전하를 축적하는 용량 소자와, 

상기 용량 소자에 축적된 전하에 따라 도통 상태가 설정되고, 전류를 그 제 1 단자 및 제 2 단자의 사이에 흐르게 하는

구동 트랜지스터와, 그 한쪽 끝이 상기 제 1 단자에 전기적으로 접속되어, 적어도 상기 구동 트랜지스터가 흐르게 하

는 전류에 의해 구동되는 피구동 소자와, 상기 피구동 소자의 한쪽 끝에서의 전압을 검출하는 검출 소자와, 상기 피구

동 소자에 흐르는 전류를 상기 검출 소자에 의해 검출된 전압의 절대값에 따라 보정하는 보정 회로를 구비하는 것을 
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특징으로 한다. 이 구성에 의하면, 구동 트랜지스터에 의한 전류는 보정 회로에 의해 보정되기 때문에, 피구동 소자가 

열화되거나 하여도, 피구동 소자에 흐르게 하는 전류는 목표값으로서의 데이터선에 흐르는 전류 또는 데이터선의 전

압에 대응하는 전류와 대략 일치한다.

또한, 본 발명에 따른 전자 기기로서는, 이 전기 광학 장치를 갖는 것이 바람직하다.

이하, 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 대해서 설명한다.

<전기 광학 장치>

도 1은 실시예에 따른 전기 광학 장치의 구성을 나타내는 블록도이다.

이 도면에 도시되는 바와 같이, 전기 광학 장치(100)는 복수 m개의 주사선(102)과 복수 n개의 데이터선(104)이 서로

직교하여(전기적으로는 절연되어 있음) 연장 설치되는 동시에, 그 교차부에 화소 회로(110)를 구비하는 표시 패널(12

0)과, 주사선(102)의 각각을 구동하는 주사선 구동 회로(130)와, 데이터선(104)의 각각을 구동하는 데이터선 구동 회

로(140)와, 컴퓨터 등의 외부 기기로부터 공급되는 동시에, 표시해야 할 화상의 화소의 계조를 화소마다 규정하는 디

지털 데이터(Dmem)를 기억하기 위한 메모리(150)와, 각부(各部)를 제어하는 제어 회로(160)와, 각부에 전원을 공급

하는 전원 회로(170)를 포함한다.

한편, 주사선 구동 회로(130)는 주사선(102)을 1개씩 차례로 선택하기 위한 주사 신호(Y1, Y2, Y3, …, Ym)를 생성

하는 것이며, 상세하게는, 도 2에 도시되는 바와 같이, 1수직 주사 기간(1F)의 최초의 타이밍으로부터 1수평 주사 기

간(1H)에 상당하는 폭의 펄스를 1행째의 주사선(102)에 주사 신호(Y1)로서 공급하고, 이후, 이 펄스를 차례로 시프트

하여 2, 3, …, m행째의 주사선(102) 각각에 주사 신호(Y2, Y3, …, Ym)로서 공급한다. 여기서, 일반적으로 i(i는 1≤i

≤m를 충족시키는 정수)행째의 주사선(102)에 공급되는 주사 신호(Yi)가 H 레벨로 되면, 상기 주사선(102)이 선택되

었음을 의미한다.

또한, 주사선 구동 회로(130)는, 주사 신호(Y1, Y2, Y3, …, Ym)에 더하여, 그 논리 레벨을 반전시킨 신호를 각각 발

광 제어 신호(Vg1, Vg2, Vg3, …, Vgm)로서 생성하여 표시 패널(120)에 공급하지만, 발광 제어 신호를 공급하는 신

호선은 도 1에서는 생략되어 있다.

제어 회로(160)는 주사선 구동 회로(130)에 의한 주사선(102)의 선택을 제어하는 동시에, 주사선(102)의 선택 동작

에 동기시켜, 1열에서부터 n열까지의 데이터선(104)에 대응하는 디지털 데이터(Dpix-1∼Dpix-n)를 메모리(150)로

부터 판독하여 데이터선 구동 회로(140)에 공급한다.

데이터선 구동 회로(140)는, 도 3에 도시되는 바와 같이, 전류 생성 회로(30)를 데이터선(104)마다 갖는다. 여기서, 

일반적으로 j(j는 1≤j≤n을 충족시키는 정수)열째의 전류 생성 회로(30)에는, 선택 주사선(102)과 j열째의 데이터선(

104)의 교차부에 대응하는 디지털 데이터(Dpix-j)가 공급된다. 그리고, 상기 전류 생성 회로(30)는 공급된 디지털 데

이터(Dpix-j)의 디지털 값에 따른 전류(Iout)를 생성하는 동시에, 대응하는 j열째의 데이터선(104)에 흐르게 한다. 예

를 들면, 3열째의 데이터선(104)에 대응하는 전류 생성 회로(30)는, 선택 주사선(102)과 3열째의 데이터선(104)의 

교차부에 대응하는 디지털 데이터(Dpix-3)의 디지털 값에 따른 전류(Iout)를 생성하는 동시에, 3열째의 데이터선(10

4)에 흐르게 한다.

또한, 전기 광학 장치(100)에서의 부호 120, 130, 140, 150, 160, 170의 각 요소는 각각이 독립된 부품에 의해 구성

되는 경우나, 일부 또는 전부가 일체로 되어 구성되는 경우(예를 들어, 주사선 구동 회로(130) 및 데이터선 구동 회로(

140)가 일체로 되어 집적화되는 경우나, 표시 패널(120)을 제외한 요소의 일부 또는 전부를 프로그래머블(programm

able) IC 칩으로 구성하는 동시에, 이들 요소의 기능을 상기 IC 칩에 기록된 프로그램에 의해 소프트웨어적으로 실현

하는 경우) 등, 실제로는 다양한 형태로 제품화될 수 있다.

<화소 회로>

다음으로, 전기 광학 장치(100)에서의 화소 회로(110)에 대해서 설명한다. 도 4는 그 구성을 나타내는 회로도이다. 

또한, 본 실시예에 있어서, 모든 화소 회로(110)는 서로 동일한 구성이지만, 여기서는 그 중의 1개를 대표적으로 설명

하기 위해, i행째의 주사선(102)과 j열째의 데이터선(104)의 교차 부분에 설치되는 화소 회로(110)에 대해서 설명하

기로 한다.

이 도면에 도시되는 바와 같이, 상기 주사선(102)과 상기 데이터선(104)의 교차 부분에 설치된 화소 회로(110)에는 7

개의 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor, 이하 「TFT」라고 약기함)(1102, 1104, 1106, 1108, 1112, 1114, 1

116)와, 용량 소자(1120)와, 유기 EL 소자(1130)가 구비되고, 이들 중 TFT(1114, 1116)에 의해 후술하는 보정 회로
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(1110)가 구성되어 있다.

우선, 화소 회로(110)에 있어서, p채널형 TFT(구동 트랜지스터)(1102)의 소스는 전원에서의 고위(高位)측의 전압(V

dd)이 인가된 전원선(109)에 접속되는 한편, 그 드레인은 Q점, 즉 n채널형 TFT(스위칭 트랜지스터)(1104)의 드레인,

n채널형 TFT(점등 스위치)(1106)의 드레인, n채널형 TFT(1108)(보상 트랜지스터)의 소스, n채널형 TFT(1112)의 

게이트, 및 p채널형 TFT(1116)의 드레인에 각각 접속되어 있다.

용량 소자(1120)의 한쪽 끝은 상기 전원선(109)에 접속되는 한편, 그 다른쪽 끝은 TFT(1102)의 게이트 및 TFT(11

08)의 드레인에 각각 접속되어 있다. 여기서, 용량 소자(1120)는 후술하는 바와 같이 주사선(102)의 선택 시에서의 T

FT(1102)의 게이트 전압을 유지하기 위한 것이다. 이 때문에, 용량 소자(1120)의 한쪽 끝은 정전위(定電位)이면 되

기 때문에, 전원선(109)으로의 접속이 아니라, 접지되어 있어도 상관없다.

TFT(1104)의 게이트는 주사선(102)에 접속되고, 그 소스는 데이터선(104)에 접속되어 있다. 또한, TFT(1108)의 게

이트는 주사선(102)에 접속되어 있다.

한편, TFT(1106)의 게이트는 발광 제어선(108)에 접속되고, 그 소스는 유기 EL 소자(1130)의 양극(陽極)에 접속되

어 있다. 여기서, 발광 제어선(108)에 대해서는, 주사선 구동 회로(130)에 의한 발광 제어 신호(Vgi)가 공급된다. 또

한, 유 기 EL 소자(1130)에 대해서는, 양극과 음극 사이에 유기 EL층이 삽입되어, 순방향(順方向) 전류에 따른 휘도

로 발광하는 구성으로 되어 있다. 또한, 유기 EL 소자(1130)의 음극은 화소 회로(110) 전체에 걸쳐 공통의 전극이며, 

전원에서의 저위(低位)(기준) 전압(Gnd)에 접지되어 있다.

다음으로, TFT(1112)의 소스는 저위 전압(Gnd)에 접지되어 있다. 한편, 보정 회로(1110)를 구성하는 p채널형 TFT(

1114)의 소스는 전원선(109)에 접속되고, 그 드레인과 게이트는 공통 접속되는 동시에, TFT(1112)의 드레인에 접속

되어 있다. 한편, TFT(1116)의 소스는 전원선(109)에 접속되고, 그 게이트는 TFT(1114)의 드레인과 게이트의 공통

접속점에 접속되어 있다.

여기서, TFT(1114)는 그 드레인과 게이트가 공통 접속되어 있기 때문에 다이오드로서 기능하는 동시에, TFT(1116)

의 게이트는 TFT(1114)의 드레인과 게이트의 공통 접속점에 접속되어 있기 때문에, TFT(1114, 1116)의 트랜지스

터 특성(전류 증폭율)이 서로 동일하다고 하면, TFT(1114, 1116)는 TFT(1114(1112))의 소스와 드레인 사이에 흐

르는 전류 I 3 과 동일한 미러 전류 I 4 를 TFT(1116)의 소스와 드레인 사이에 흐르게 하는 커런트 미러 회로로서 기

능한다.

다음으로, 화소 회로(110)의 동작에 대해서 보정 회로(1110)가 존재하지 않는 구성을 가정하여 설명한다.

우선, i행째의 주사선(102)이 선택되어, 주사 신호(Yi)가 H 레벨로 되면, n채널형 TFT(1108)가 소스와 드레인 사이

에서 도통(온) 상태로 되기 때문에, TFT(1102)는 게이트와 드레인이 서로 접속되어 다이오드로서 기능한다. 주사선(

102)에 공급되는 주사 신호(Yi)가 H 레벨로 되면, n채널형 TFT(1104)도 TFT(1108)와 마찬가지로 도통 상태로 되

기 때문에, 결국, 전류 생성 회로(30)에 의한 전류(Iout)가 전원선(109)→TFT(1102)→TFT(1104)→데이터선(104)

이라는 경로로 흐르는 동시에, 그 때에, TFT(1102)의 게이트 전압에 따른 전하가 용량 소자(1120)에 축적된다.

다음으로, i행째의 주사선(102)의 선택이 종료되어 비(非)선택으로 되고, 주사 신호(Yi)가 L 레벨로 되면, TFT(1104,

1108)는 모두 비도통(오프) 상태로 되지만, 용량 소자(1120)에서의 전하의 축적 상태는 변화하지 않기 때문에, TFT(

1102)의 게이트는 전류(Iout)가 흘렀을 때의 전압으로 유지되게 된다.

또한, 주사 신호(Yi)가 L 레벨로 되면, 발광 제어 신호(Vgi)가 H 레벨로 된다. 이 때문에, n채널형 TFT(1106)가 온하

기 때문에, TFT(1102)의 소스와 드레인 사이에는 그 게이트 전압에 따른 전류가 흐른다. 상세하게는, 이 전류는 전원

선(109)→TFT(1102)→TFT(1106)→유기 EL 소자(1130)라는 경로로 흐른다. 이 때문에, 유기 EL 소자(1130)는 상

기 전류값에 따른 휘도로 발광하게 된다.

여기서, 유기 EL 소자(1130)에 흐르는 전류는 우선 TFT(1102)의 게이트 전압에 의해 정해지지만, 그 게이트 전압은

H 레벨의 주사 신호에 의해 전류(Iout)가 데이터선(104)에 흘렀을 때에, 용량 소자(1120)에 의해 유지된 전압이다. 

이 때문에, 발광 제어 신호(Vgi)가 H 레벨로 되었을 때에, 유기 EL 소자(1130)에 흐르는 전류는 이상적으로는 직전에

흐른 전류(Iout)와 대략 일치할 것이다.

그러나, 보정 회로(1110)가 존재하지 않는 구성에서는, 다음의 이유에 의해, 발광 제어 신호(Vgi)가 H 레벨로 되었을 

때에 유기 EL 소자(1130)에 흐르는 전류가 전류 생성 회로(30)에 의한 전류(Iout)와 일치하지 않는다.

즉, 전류 생성 회로(30)에 의한 전류(Iout)는 유기 EL 소자(1130)가 열화되거나 하지 않은 경우의 목표값이며, 실제
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로는 제조 시로부터의 기간 경과에 의해 열화되고 있으면, 유기 EL 소자(1130)에 일정 전류를 흐르게 하기 위해 필요

한 전압이 상승하고 있다. 여기서, 유기 EL 소자(1130)의 단자간 전압이 열화에 의해 상승하고 있으면, 그만큼 TFT(

1102)의 소스와 드레인 사이의 전압이 낮아진다. TFT의 소스·드레인 전류는, 포화 영역일지라도, 그 소스와 드레인

사이의 전압에 의존하는 성질이 강하다.

이 때문에, 발광 제어 신호(Vgi)가 H 레벨로 되어 TFT(1106)가 온했을 때에서의 TFT(1102)의 소스와 드레인 사이

의 전압은, 주사 신호(Yi)가 H 레벨로 되어 TFT(1104)가 온했을 때의 값과 비교하여 낮아지게 되므로, 유기 EL 소자

(1130)에 흐르는 전류도 목표값으로서의 전류(Iout)에 대하여 부족한 것이다.

따라서, 보정 회로(1110)가 존재하지 않는 구성에서는, 발광 제어 신호(Vgi)가 H 레벨로 되었을 때에 유기 EL 소자(1

130)에 흐르는 전류는 전류 생성 회로(30)에 의한 전류(Iout)보다도 작아져, 목표값으로서의 전류(Iout)와 일치하지 

않는 것이다.

그래서, 보정 회로(1110)가 존재하는 본 실시예에 대해서 설명하면, TFT(1112)의 게이트는 TFT(1102)의 드레인에

접속되어 있기 때문에, 유기 EL 소자(1130)의 열화에 의해 TFT(1102)의 소스와 드레인 사이의 전압이 낮아지면, T

FT(1112)의 소스와 드레인 사이에 흐르는 전류 I 3 은 커진다.

상술한 바와 같이, TFT(1114, 1116)는 커런트 미러 회로이므로, TFT(1116)의 소스와 드레인 사이에 흐르는 전류 I 

4 는 상기 전류 I 3 과 일치한다. 그리고, 이 전류 I 4 가 Q점에서 TFT(1102)에 의한 전류 I 2 에 가산되어, 유기 EL 

소자(1130)에 흐르게 된다.

따라서, 본 실시예에 의하면, 발광 제어 신호(Vgi)가 H 레벨로 되었을 때, 유기 EL 소자(1130)의 열화에 의해, TFT(1

102)의 소스와 드레인 사이에 흐르는 전류 I 2 가 전류 생성 회로(30)에 의한 전류(Iout)보다도 작아져도, 그 부족분

이 전류 I 4 에 의해 보충되기 때문에, 유기 EL 소자(1130)에 흐르는 전류 I 1 을 목표값으로서의 전류(Iout)와 대략 

일치시킬 수 있는 것이다. 환경 온도의 변화가 있어도, 마찬가지로, 유기 EL 소자(1130)에 흐르는 전류를 전류(Iout)

와 대략 일치시킬 수 있다.

따라서, 가령 화소 회로(110) 전체에 걸쳐 TFT(1102)의 특성에 편차가 발생하여도, 각 화소 회로(110)에 포함되는 

유기 EL 소자(1130)에 대하여 동일한 크기의 전류를 공급할 수 있기 때문에, 상기 편차에 기인하는 표시 불균일을 억

제하는 것도 가능해진다.

또한, 여기서는 1개의 화소 회로(110)에 대해서만 설명하고 있으나, i행째의 주사선(102)은 m개의 화소 회로(110)에

공용(共用)되고 있기 때문에, 주사 신호(Yi)가 H 레벨로 되면, 공용되는 m개의 화소 회로(110)에서도 동일한 동작이 

실행되게 된다.

또한, 주사 신호(Y1, Y2, Y3, …, Ym)는, 도 2에 도시되는 바와 같이, 차례로 배타적으로 H 레벨로 된다. 그 결과, 모

든 화소 회로(110)에서 동일한 동작이 실행되어, 1프레임의 화상이 표시된다. 그리고, 이 표시 동작은 1수직 주사 기

간마다 반복된다.

또한, 도 4에 도시되는 화소 회로(110)에서는 TFT(1114, 1116)의 트랜지스터 특성이 동일하다고 했지만, 양자의 전

류 증폭율(β)을 상이하게 할 수도 있다. 여기서, TFT(1114, 1116)의 전류 증폭율을 각각 β 1 , β 2 로 했을 때, 전

류 I 4 는 전류 I 3 의 β 2 /β 1 배로 된다.

<화소 회로의 다른 예: 그 1>

본 발명에 있어서, 화소 회로(110)에 대해서는, 도 4에 도시되는 구성에 한정되지 않고, 다양한 구성을 생각할 수 있

다. 예를 들면, TFT(1102)의 드레인 전압을 검출하는 TFT(1122)와, 검출된 드레인 전압에 대응하는 전류 I 4 를 생

성하여 TFT(1122)에 의한 전류 I 2 에 가산하는 보정 회로(1110)에 대해서는, 도 4에 도시되는 바와 같은 구성에 한

정되지 않으며, 반전 증폭기를 이용할 수도 있다.

도 5는 이러한 반전 회로를 갖는 화소 회로(112)의 구성을 나타내는 도면이다. 이 도면에 있어서, 반전 증폭기(1120)

는 n채널형 TFT(1122) 및 p채널형 TFT(1124, 1126)를 가지며, 이 중에서 TFT(1122)의 게이트는 Q점에 접속되고,

그 소스는 접지되어 있다. 또한, TFT(1124)의 게이트에는 기준 전압(Vref)이 공급되고, 그 소스는 전원선(109)에 접

속되며, 그 드레인은 TFT(1122)의 드레인 및 TFT(1126)의 게이트에 각각 접속되어 있다. 그리고, TFT(1126)의 소

스는 전원선(109)에 접속되는 한편, 그 드레인은 Q점에 접속되어 있다. 즉, 반전 증폭기(1120)에서는 TFT(1122)의 

게이트가 입력이고, TFT(1126)의 드레인이 출력으로 된다.

이 반전 증폭기(1120)에 있어서, 유기 EL 소자(1130)의 열화에 의해 TFT(1102)의 드레인 전압이 높아지면(TFT(1
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102)의 소스와 드레인 사이의 전압이 절대값으로 보아 작아지면), TFT(1122)의 온(on) 저항이 작아지기 때문에, TF

T(1122, 1124)에 의한 분압점(分壓點)의 전압, 즉 TFT(1126)의 게이트 전압이 낮아지는 결과, TFT(1126)의 소스

와 드레인 사이에 흐르는 전류 I 4 가 커진다. 따라서, 도 5에 나타낸 화소 회로(112)는, 커런트 미러 회로를 갖는 화

소 회로(110)와 마찬가지로, 유기 EL 소자(1130)에 흐르는 전류 I 1 을 목표값으로서의 전류(Iout)와 대략 일치시킬 

수 있다.

이 구성에서는, 도 4에 나타낸 커런트 미러 회로와 비교하면, 부족분에 대한 전류 I 4 의 비율을 TFT(1124)의 게이트

전압(Vref)을 설정함으로써 사후에 조정할 수도 있다.

또한, 도 4 또는 도 5에서의 발광 제어 신호(Vg1, Vg2, Vg3, …, Vgm)에 대 해서는, 주사 신호(Y1, Y2, Y3, …, Ym)

의 논리 레벨을 반전시킨 것으로서 설명했지만, 발광 제어 신호(Vg1, Vg2, Vg3, …, Vgm)의 액티브 레벨(H 레벨)로 

되는 기간을 일괄적으로 축소하는 방향으로 제어하는 구성으로 할 수도 있다. 또한, 주사선 구동 회로(130)(도 1 참조

) 이외의 별개의 회로에 의해 공급하는 구성으로 할 수도 있다.

또한, 도 4에 도시되는 화소 회로(110) 또는 도 5에 도시되는 화소 회로(112)에서는, 주사선(102)이 선택되었을 때에

, 디지털 데이터의 디지털 값에 따른 전류, 즉 휘도에 따른 전류(Iout)가 데이터선(104)에 공급되는 것으로서 설명했

지만, 상기 휘도에 따른 전압이 데이터선(104)에 인가되는 구성일 수도 있다. 이러한 구성일지라도, TFT(1102)의 게

이트 전압이 용량 소자(1120)에 유지되기 때문에, 상기 휘도에 따른 전류(Iout)가 공급되는 구성과 동등한 효과를 얻

을 수 있다.

<화소 회로의 다른 예: 그 2>

도 4 또는 도 5에 나타낸 구성에서는, 주사선(102)의 선택 시에 있어서, 데이터선(104)에 유기 EL 소자(1130)의 휘

도에 따른 전류를 흐르게 하는 구성으로 했지만, 유기 EL 소자(1130)의 휘도에 따른 전압을 인가하는 구성으로 할 수

도 있다.

또한, 도 4 또는 도 5에 나타낸 구성에서는, 유기 EL 소자(1130)를 구동하는 TFT(1102)의 드레인 전압이 높아진 경

우에, 상기 드레인 전압에 대응하는 전류 I 4 를 생성하는 동시에, TFT(1122)에 의한 전류 I 2 에 가산하는 구성으로 

했지만, TFT(1102)의 드레인 전압에 따라, 그 소스 전압을 높게 하는 구성으로 할 수도 있다.

도 6은 데이터선(104)에 유기 EL 소자(1130)의 휘도에 따른 전압을 인가하는 경우로서, 유기 EL 소자(1130)를 구동

하는 TFT(1102)의 드레인 전압에 따라, 그 소스 전압을 높게 하도록 한 화소 회로(114)의 구성을 나타내는 도면이다

.

이 도면에 있어서, 저항(1127), p채널형 TFT(1128) 및 저항(1129)은 전원선(109)과 접지선 사이에 직렬로 접속되어

있다. 유기 EL 소자(1130)를 구동하는 TFT(1102)의 소스는 저항(1127)과 TFT(1128)의 소스의 접속점, 즉 전원선(

109)과 접지선 사이의 분압점에 접속되어 있다. 한편, TFT(1128)의 게이트는 TFT(1102)의 드레인에 접속되어 있

다.

또한, 데이터선(104)에는 유기 EL 소자(1130)의 휘도에 따른 전압이 인가되기 때문에, 데이터선 구동 회로(140)(도 

3 참조)에서는, 전류 생성 회로(30)가 아니라, 디지털 데이터(Dpix-1∼Dpix-n)에 따른 전압을 생성하는 전압 생성 

회로가 데이터선(104)마다 설치되게 된다(도시 생략). 또한, 도 6에 도시되는 바와 같이 용량 소자(1120)의 한쪽 끝이

접지되어 있어도 되는 것은 상술한 바와 같다.

이 화소 회로(114)에서는, 화소 회로(110, 112)(도 4, 도 5 참조)에 있어서, 주사선(102)의 비선택 시에 유기 EL 소자

(1130)를 점등시키기 위한 TFT(1106)를 없앤 구성으로 되어 있기 때문에, TFT(1102)의 드레인이 유기 EL 소자(11

30)에 직접 접속되어 있다. 이 때문에, TFT(1102)의 드레인 전압과 유기 EL 소자(1130)의 인가 전압이 동등하게 되

어 있다.

이 구성에 있어서, 주사선(102)이 선택되면, TFT(1104)가 온하기 때문에, TFT(1102)의 게이트에는 데이터선(104)

의 전압이 인가된다. 이 때문에, 데이터선(104)의 인가 전압에 따른 전류가 전원선(109)→저항(1127)→TFT(1102)

→유기 EL 소자(1130)라는 경로로 흐르는 동시에, TFT(1102)의 게이트 전압에 따른 전하가 용량 소자(1120)에 축

적된다.

그 후, 주사선(102)이 비선택으로 되어도, TFT(1102)의 게이트는 용량 소자(1120)에 의해 주사선(102)이 선택되었

을 때의 전압으로 유지되고 있기 때문에, 데이터선(104)의 인가 전압에 따른 전류가 동일한 경로로 계속하여 흐르게 

된다.
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여기서, 유기 EL 소자(1130)의 열화에 의해 TFT(1102)의 드레인 전압이 높아지게 되어도, TFT(1128)의 소스와 드

레인 사이의 저항도 그만큼 커지기 때문에, 분압점의 전압(Vdd-b)이 높아진다. 이 때문에, 유기 EL 소자(1130)의 열

화가 진행되어도, 유기 EL 소자(1130)에 흐르는 전류를 대략 일정하게 유지할 수 있다. 환경 온도의 변화가 있을지라

도, 마찬가지로, 유기 EL 소자(1130)에 흐르는 전류를 대략 일정하게 유지할 수 있다.

또한, 이 구성에 있어서, 전원선(109)으로부터 접지선으로 관통 전류가 흐르는 것에 의한 전력 손실을 억제하기 위해,

저항(1129)의 저항값은 크게 설정하는 것이 바람직하고, 또한, 전압 강하분(降下分)을 낮게 억제하기 위해, 저항(112

7)의 저항값은 작게 설정하는 것이 바람직하다. TFT(1128)의 소스와 드레인 사이의 저항이 큰 것이라면, 저항(1129

)을 생략할 수도 있다.

또한, 이렇게 TFT(1102)의 소스 전압을 TFT(1102)의 드레인 전압(유기 EL 소자(1130)로의 인가 전압)에 따라 높

게 하는 구성에 대해서는, 특별히 도시하지는 않지만, 화소 회로(110)에 있어서 TFT(1112, 1114, 1116) 대신에 적

용하여도 됨은 물론이다.

또한, 도 6에 도시되는 화소 회로(114)에서는, 주사선(102)이 선택되었을 때에, 휘도에 따른 전압이 데이터선(104)에

인가되는 것으로서 설명했지만, 상기 휘도에 따른 전류가 데이터선(104)에 공급되는 구성일 수도 있다.

그런데, 유기 EL 소자(1130)의 열화는 1개만 돌출되어 진행되는 것이 아니라, 표시 패널(120) 전체에 걸쳐 균일하게 

진행된다고 생각할 수 있다(후술하는 바와 같이 컬러 표시를 하는 경우를 제외함). 이 때문에, 모든 화소 회로에 걸쳐 

각각 TFT(1102)의 드레인 전압(유기 EL 소자(1130)로의 인가 전압)을 검출하여, TFT(1102)의 소스 전압을 높게 

할 필요는 없으며, 몇 개에 1개의 비율로 검출용의 화소 회로를 설치하는 동시에, 이 화소 회로에서 검출된 TFT(110

2)의 드레인 전압에 따라, 다른 화소 회로에서의 TFT(1102)의 소스 전압을 높게 하는 구성으로 할 수도 있다.

도 7은 이러한 화소 회로를 적용한 전기 광학 장치의 구성을 나타내는 블록도이고, 도 8은 그 검출용의 화소 회로와 

표시용의 화소 회로의 관계를 나타내는 도면이다.

도 7에 도시되는 전기 광학 장치(100)에서는, TFT(1102)의 소스 전압을 검출하기 위한 화소 회로(114)가 0행째에 

설치되어 있는 한편, 표시용의 화소 회로(116)가 1행째에서부터 m행째까지 설치되어 있다. 검출용으로서 이용하는 0

행째의 화소 회로(114)에서는, 그 유기 EL 소자(1130)에 의한 발광이 눈으로 확인되지 않도록, 예를 들어 차광층(도

시 생략)의 영역 내에 형성되는 것이 바람직하다.

또한, 도 7에 있어서, 주사선 구동 회로(130)는 0행째에서부터 m행째까지 차례로 1개씩 주사선(102)을 선택하는 것

으로 하며, 데이터선 구동 회로(140)는 디지털 데이터(Dpix-1)에 따른 전압을 1열째의 데이터선(104)에 인가하고, 

디지털 데이터(Dpix-2)에 따른 전압을 2열째의 데이터선(104)에 인가하며, 이하 마찬가지로, 디지털 데이터(Dpix-n

)에 따른 전압을 n열째의 데이터선(104)에 공급하는 것으로 한다.

한편, 각 열에서는, 도 8에 도시되는 바와 같이, 0행 j열의 화소 회로(114)에 의해 조정된 전압(Vdd-b)이 1행 j열에서

부터 m행 j열까지의 화소 회로(116)에서의 TFT(1102)의 소스 전압으로서 각각 이용되는 구성으로 되어 있다.

이러한 구성에서는, 0행 j열의 검출용 화소 회로(114)에 있어서, 유기 EL 소자(1130)의 열화에 의해 그 TFT(1102)

의 드레인 전압이 높아지면, TFT(1128)의 소스와 드레인 사이의 저항도 그만큼 커지기 때문에, 분압점의 전압(Vdd-

b)이 높아지도록 조정된다. 그리고, 이 조정 전압이 1행 j열에서부터 m행 j열까지의 표시용 화소 회로(116)의 TFT(1

102)의 소스에 인가된다. 이 때문에, 1행 j열에서부터 m행 j열까지의 표시용 화소 회로(116)에서는, TFT(1102)의 드

레인 전압(유기 EL 소자(1130)의 인가 전압)을 검출하는 구성이 존재하지 않음에도 불구하고, 유기 EL 소자(1130)의

열화가 진행되거나 환경 온도가 변화하거나 하여도, 유기 EL 소자(1130)에 흐르는 전류를 대략 일정하게 유지할 수 

있다.

또한, 환경 온도의 변화에 대하여 보다 민감하게 반응하기 위해, 저항(1127, 1129)의 적어도 한쪽을 온도에 따라 저

항값이 변화하는 온도 검출 소자로 치환할 수도 있고, 이러한 온도 검출 소자를 저항(1127, 1129)에 대하여 직렬 또

는 병렬로 접속할 수도 있다.

또한, 도 7 및 도 8에 나타낸 구성에서는, 검출용의 화소 회로(114)는 표시용으로서 이용하지 않는 것으로 했지만, 표

시용으로서 이용할 수도 있다. 또한, 검출용의 화소 회로(114)를, 각 열에서 1개가 아니라, 각 행에서 1개로 할 수도 

있고, 복수 열 또는 복수 행에서 1개로 할 수도 있으며, 전체에서 1개로 할 수도 있다.

한편, R(적색), G(녹색), B(청색)색을 발광하는 유기 EL 소자를 이용하여 컬러 표시를 행할 경우, 색마다 유기 EL 소

자의 열화 진행이 상이하기 때문에, 색마다 검출하여 그 색의 TFT(1102)의 소스 전압을 조정하는 구성으로 할 수도 

있다.
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<기타>

또한, 각 TFT의 채널형은 반드시 상술한 바와 같을 필요는 없으며, 실제로는 p 또는 n채널형을 적절히 선택하는 것이

가능하다. 또한, 채널형의 선택에 따라서는, 정(正)전원이 아닌 부(負)전원을 이용할 필요가 있는 경우도 있다. 이렇게

부전원을 이용할 경우에는, 접지선으로부터 본 전압은 마이너스로 되기 때문에, 전압에 대해서는 절대값으로 볼 필요

가 있다.

또한, 상술한 실시예에서는 피구동 소자로서 유기 EL 소자(1130)를 예로 들 었지만, 무기 EL 소자일 수도 있고, LED

나 FED(Field Emission Display)일 수도 있다.

<전자 기기>

다음으로, 전기 광학 장치(100)를 적용한 전자 기기의 몇 가지 사례에 대해서 설명한다.

도 9는 이 전기 광학 장치(100)를 적용한 모바일형 퍼스널 컴퓨터의 구성을 나타내는 사시도이다. 도 9에 있어서, 퍼

스널 컴퓨터(2100)는 키보드(2102)를 구비한 본체(2104)와, 표시 유닛으로서의 전기 광학 장치(100)를 구비하고 있

다.

또한, 도 10은 상술한 전기 광학 장치(100)를 적용한 휴대 전화기의 구성을 나타내는 사시도이다. 도 10에 있어서, 휴

대 전화기(2200)는 복수의 조작 버튼(2202) 이외에, 수화구(2204) 및 송화구(2206)와 함께, 상술한 전기 광학 장치(

100)를 구비하고 있다.

도 11은 상술한 전기 광학 장치(100)를 파인더(finder)에 적용한 디지털 스틸 카메라의 구성을 나타내는 사시도이다.

은염(銀鹽) 카메라는 피사체의 광상(光像)에 의해 필름을 감광시키는 것에 대하여, 디지털 스틸 카메라(2300)는 피사

체의 광상을 CCD(Charge Coupled Device) 등의 촬상 소자에 의해 광전 변환하여 촬상 신호를 생성 및 기억하는 것

이다. 여기서, 디지털 스틸 카메라(2300)에서의 본체(2302)의 배면(背面)에는 상술한 전기 광학 장치(100)가 설치되

어 있다.

이 전기 광학 장치(100)는 촬상 신호에 의거하여 표시를 행하기 때문에, 피사체를 표시하는 파인더로서 기능하게 된

다. 또한, 본체(2302)의 앞면 측(도 21에 서는 이면(裏面) 측)에는 광학 렌즈나 CCD 등을 포함한 수광(受光) 유닛(23

04)이 설치되어 있다.

촬영자가 전기 광학 장치(100)에 표시된 피사체상을 확인하여 셔터 버튼(2306)을 누르면, 그 시점에서의 CCD의 촬

상 신호가 회로 기판(2308)의 메모리에 전송 및 기억된다.

또한, 이 디지털 스틸 카메라(2300)에 있어서, 케이스(2302)의 측면에는 외부 표시를 행하기 위한 비디오 신호 출력 

단자(2312)와, 데이터 통신용의 입출력 단자(2314)가 설치되어 있다.

또한, 전기 광학 장치(100)가 적용되는 전자 기기로서는, 도 9에 도시되는 퍼스널 컴퓨터나, 도 10에 도시되는 휴대 

전화기, 도 11에 도시되는 디지털 스틸 카메라 이외에도, 디지털 TV나, 뷰파인더형 및 모니터 직시형의 비디오 테이

프 레코더, 카 네비게이션(car navigation) 장치, 소형 무선 호출기(pager), 전자수첩, 전자계산기, 워드프로세서, 워

크스테이션, 화상 전화, POS 단말, 터치패널을 구비한 기기 등을 들 수 있다. 그리고, 이들 각종 전자 기기의 표시부로

서, 상술한 전기 광학 장치(100)를 적용할 수 있음은 물론이다.

발명의 효과

상술한 바와 같이 본 발명에 의하면, 유기 EL 소자와 같은 전류형의 피구동 소자에 일정 전류를 흐르게 하기 위해 필

요한 전압이 열화나 환경 온도 등에 의해 변화하여도, 구동 트랜지스터에 의한 전류가 보정 회로에 의해 보정되기 때

문에, 피구동 소자에 흐르게 하는 전류가 목표값과 대략 일치하는 결과, 표시 화상의 품 질 저하를 방지할 수 있게 된

다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
주사선과 데이터선의 교차부에 배치되는 화소 회로로서,
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상기 주사선이 선택되었을 때, 상기 데이터선에 흐르는 전류 또는 상기 데이터선의 전압에 따른 전하를 축적하는 용

량 소자와,

상기 용량 소자에 축적된 전하에 따라 도통(導通) 상태가 설정되고, 전류를 그 제 1 단자 및 제 2 단자의 사이에 흐르

게 하는 구동 트랜지스터와,

그 한쪽 끝이 상기 제 1 단자에 전기적으로 접속되어, 적어도 상기 구동 트랜지스터가 흐르게 하는 전류에 의해 구동

되는 피(被)구동 소자와,

상기 피구동 소자의 한쪽 끝에서의 전압을 검출하는 검출 소자와,

상기 피구동 소자에 흐르는 전류를 상기 검출 소자에 의해 검출된 전압의 절대값에 따라 보정하는 보정 회로를 구비

하는 것을 특징으로 하는 화소 회로.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 보정 회로는 상기 검출 소자에 의한 검출 전압에 따른 전류를 생성하는 동시에, 상기 생성 전류를 상기 구동 트

랜지스터가 흐르게 하는 전류에 가산(加算)하는 것을 특징으로 하는 화소 회로.

청구항 3.
제 2 항에 있어서,

상기 검출 소자는 상기 피구동 소자의 한쪽 끝에 그 게이트가 접속되어, 그 게이트 전압에 따라 도통 상태가 설정되고,

전류를 그 제 3 단자 및 제 4 단자의 사이에 흐르게 하는 검출 트랜지스터이며,

상기 보정 회로는 상기 검출 트랜지스터의 제 1 단자 및 제 2 단자의 사이에 흐르는 전류에 대응하는 전류를 생성하는

것을 특징으로 하는 화소 회로.

청구항 4.
제 3 항에 있어서,

상기 보정 회로는 상기 제 3 단자 및 상기 제 4 단자의 사이에 흐르는 전류의 미러(mirror) 전류를 생성하는 커런트(c

urrent) 미러 회로인 것을 특징으로 하는 화소 회로.

청구항 5.
제 2 항에 있어서,

상기 보정 회로는 상기 검출 소자에 의해 검출된 전압을 반전(反轉) 증폭하여, 상기 피구동 소자에 인가하는 것을 특

징으로 하는 화소 회로.

청구항 6.
제 2 항에 있어서,

그 한쪽 끝이 상기 제 1 단자에 접속되고, 그 다른쪽 끝이 상기 피구동 소자의 한쪽 끝에 접속되어, 상기 주사선의 비(

非)선택 시에 상기 구동 트랜지스터와 상기 피구동 소자 사이의 도통 상태를 제어하는 스위치를 구비하며,

상기 검출 소자는 상기 스위치의 한쪽 끝에서의 전압을 검출하고,

상기 보정 회로는 상기 생성 전류를 상기 스위치의 한쪽 끝에 흐르게 하는 것을 특징으로 하는 화소 회로.

청구항 7.
제 1 항에 있어서,

상기 주사선이 선택되었을 때, 온(on)하는 스위칭 트랜지스터와,

상기 주사선이 선택되었을 때, 상기 구동 트랜지스터를 다이오드 접속시키는 보상(補償) 트랜지스터를 구비하고,
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상기 용량 소자는 상기 스위칭 트랜지스터가 온했을 때, 상기 데이터선에 흐르는 전류에 따른 전하를 축적하는 것을 

특징으로 하는 화소 회로.

청구항 8.
제 1 항에 있어서,

상기 주사선이 선택되었을 때, 온하는 스위칭 트랜지스터를 구비하고,

상기 용량 소자는 상기 스위칭 트랜지스터가 온했을 때, 상기 데이터선의 전압에 따른 전하를 축적하는 것을 특징으

로 하는 화소 회로.

청구항 9.
제 1 항에 있어서,

상기 보정 회로는 상기 검출 소자에 의한 검출 전압의 절대값이 크면, 상기 구동 트랜지스터의 제 1 단자 또는 제 2 단

자의 다른쪽과 상기 피구동 소자의 다른쪽 끝 사이의 전압을 절대값으로 보아 커지는 방향으로 조작하는 것을 특징으

로 하는 화소 회로.

청구항 10.
그 게이트가 용량 소자의 한쪽 끝에 접속되고, 상기 용량 소자에 축적된 전하에 따라 그 제 1 단자 및 제 2 단자의 도

통 상태가 설정되는 구동 트랜지스터와,

그 한쪽 끝이 상기 제 1 단자에 전기적으로 접속된 피구동 소자와,

상기 피구동 소자의 한쪽 끝에서의 전압을 검출하는 검출 소자와,

상기 검출 소자에 의해 검출된 전압을 표시하는 신호를 입력하는 입력단(入力端)과, 상기 제 1 단자에 전기적으로 접

속된 출력단(出力端)을 갖고, 상기 입력단에 입력된 신호로 표시되는 전압의 절대값에 따른 전류를 상기 출력단에 공

급하는 보정 회로를 구비하는 것을 특징으로 하는 화소 회로.

청구항 11.
제 10 항에 있어서,

상기 검출 소자는 그 게이트가 상기 피구동 소자의 한쪽 끝에 접속되고, 그 게이트 전압에 따라 그 제 3 단자 및 제 4 

단자의 도통 상태가 설정되는 검출 트랜지스터인 것을 특징으로 하는 화소 회로.

청구항 12.
제 11 항에 있어서,

상기 보정 회로는,

그 제 5 단자와 게이트가 접속되는 동시에, 그 제 6 단자가 전원 전압의 급전선(給電線)에 접속되는 한편, 상기 제 5 

단자가 상기 제 3 단자에 접속된 제 1 트랜지스터와,

그 게이트가 상기 제 1 트랜지스터의 게이트 및 상기 제 5 단자에 접속되는 동시에, 그 제 7 단자가 상기 제 1 단자에 

전기적으로 접속되는 한편, 그 제 8 단자가 상기 급전선에 접속된 제 2 트랜지스터를 갖는 것을 특징으로 하는 화소 

회로.

청구항 13.
제 11 항에 있어서,

상기 보정 회로는,

그 게이트에 기준 전압이 인가되는 동시에, 그 제 9 단자가 상기 제 3 단자에 접속되는 한편, 그 제 10 단자가 전원 전

압의 급전선에 접속된 제 3 트랜지스터와,

그 게이트가 상기 제 9 단자에 접속되는 동시에, 그 제 11 단자가 상기 제 1 단자에 전기적으로 접속되는 한편, 그 제 
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12 단자가 상기 급전선에 접속된 제 4 트랜지스터를 갖는 것을 특징으로 하는 화소 회로.

청구항 14.
제 10 항에 있어서,

그 한쪽 끝이 상기 제 1 단자에 접속되고, 그 다른쪽 끝이 상기 피구동 소자의 한쪽 끝에 접속된 스위치를 구비하며,

상기 검출 소자는 상기 스위치의 한쪽 끝에서의 전압을 검출하는 것을 특징으로 하는 화소 회로.

청구항 15.
제 10 항에 있어서,

상기 구동 트랜지스터의 게이트 및 상기 제 1 단자의 사이를 단락(短絡)시키는 보상 트랜지스터를 구비하고,

상기 용량 소자는 상기 보상 트랜지스터가 상기 구동 트랜지스터의 게이트 및 상기 제 1 단자를 단락시켰을 때에, 상

기 제 1 단자의 전압에 따른 전하를 축적하는 것을 특징으로 하는 화소 회로.

청구항 16.
복수의 데이터선과, 복수의 주사선과, 상기 복수의 데이터선과 상기 복수의 데이터선의 교차부에 대응하여 배치된, 제

1 항 내지 제 15 항 중 어느 한 항에 기재된 복수의 화소 회로를 구비한 것을 특징으로 하는 전기 광학 장치.

청구항 17.
복수의 주사선과 복수의 데이터선의 교차부에 각각 배치되는 동시에, 각각이 피구동 소자를 갖는 화소 회로와,

상기 주사선을 선택하는 주사선 구동 회로와,

상기 주사선 구동 회로에 의해 주사선이 선택되었을 때, 상기 주사선에 대응하는 화소 회로의 피구동 소자에 흐르게 

해야 할 전류 또는 상기 전류에 따른 전압을 데이터선을 통하여 공급하는 데이터선 구동 회로를 구비하며,

상기 화소 회로는,

대응하는 주사선이 선택되었을 때, 대응하는 데이터선에 흐르는 전류 또는 전압에 따른 전하를 축적하는 용량 소자와,

상기 용량 소자에 축적된 전하에 따라 도통 상태가 설정되고, 전류를 그 제 1 단자 및 제 2 단자의 사이에 흐르게 하는

구동 트랜지스터와,

그 한쪽 끝이 상기 제 1 단자에 전기적으로 접속되어, 적어도 상기 구동 트랜지스터가 흐르게 하는 전류에 의해 구동

되는 피구동 소자와,

상기 피구동 소자의 한쪽 끝에서의 전압을 검출하는 검출 소자와,

상기 피구동 소자에 흐르는 전류를 상기 검출 소자에 의해 검출된 전압의 절대값에 따라 보정하는 보정 회로를 구비

하는 것을 특징으로 하는 전기 광학 장치.

청구항 18.
제 16 항 또는 제 17 항에 기재된 전기 광학 장치를 갖는 것을 특징으로 하는 전자 기기.
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